XXXVIII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

Zawody III stopnia
Zadania dla grupy elektryczno-elektronicznej

Zadanie 1

Na rysunku Rys.1 przedstawiono ttumik rezonansowy. Znajac parametry oraz wartosci wy-

branych elementéw: Ll = 10,6 mH, Cl = 240 pF, 03 = 120 pF, RG = RO = 50 Q, Q2 = 50
dobro¢ obwodu rezonansowego L., C.,,, K., ) obliczy¢ wartosci nieznanych rezystoréow, konden-
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satorow 1 dtawikow.
Dla czestotliwosci rezonansowe] fR ttumik jest symetryczny, pracuje w stanie dopasowania

U
do Zrédta sygnatu oraz odbiornika i ma ttumienie k£ = — réwne 6 dB.
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Rys.1. Ttumik rezonansowy

Autor: Bronistaw Stec
Koreferent: Pawet Fabijanski
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Zadanie 2

Do wanny galwanizerskiej wtozono 10 pretéw o srednicy d = 80 mm i dtugosci [ = 400 mm i
przeprowadzono proces niklowania, ktory trwat ¢ = 12 godzin. Wanna jest zasilana z zasilacza
pradu stalego. Napiecie na zaciskach zasilacza w trakcie procesu jest réwne: U = 3,8 V. Jaka
jest gestos¢ pradu jaka ustawiono na zasilaczu podczas procesu oraz ile energii elektrycznej
dostarczono do wanny, jezeli sprawnos¢ procesu jest rowna n = 0,95 i do pokrycia detali zuzyto
m = 2,1 kg niklu?

W kolejnych identycznych procesach zamieniono zasilacz pradu stalego na zasilacz impul-
sowy, w ktérym napiecie wyjsciowe ma przebieg jak na rys.1.
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Rys.1. Przebieg napiecia na zaciskach zasilacza impulsowego

Jaki wspolczynnik wypelnienia impulséw D nalezy ustawi¢, aby czas i zuzycie materiatu
podczas naktadania powloki byty takie same jak przy zasilaniu pradem statym.

Autor: Andrze; Wéjciak
Koreferent: Pawet Fabijanski

Zadanie 3

Schemat przeksztattnika zbudowanego z tranzystorowego falownika napiecia z szeregowym
obwodem rezonansowym 1 mostka diodowego, obciazonego odbiornikiem rezystancyjnym przed-

stawiono na Rys.1.
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Rys.1. Schemat przeksztattnika rezonansowego




Tranzystory falownika Tl’ TQ, Tg, T4 sa tranzystorami typu IGBT i pracuja w ten sposéb,
ze jesli chwilowa warto$¢ napiecia sterujacego ugl(t), qu(t), ugg(t) lub ug4(t) jest dodatnia,

to dany tranzystor jest wlaczony 1 moze przewodzi¢ prad, a jesli napiecie sterujace jest ujemne
to tranzystor jest w stanie wylaczenia i nieprzewodzi pradu. Napiecia sterujace odpowiednich
par tranzystorow Tl’ T4 oraz TQ, T3 pokazano na Rys.2. Czestotliwos¢ sygnaléw sterujacych

kazdej pary tranzystorow jest réwna czestotliwosci rezonansowej obwodu Lr Cr'
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Rys.2. Przebiegi napie¢ sterujacych pary tranzystoréw Tl’ T4 oraz TQ, T3

Wiedzac, ze UZ = 300V, Cr = 10 pF, Lr = 9,89 pH, RO = 10 Q, oraz zakladajac, ze

elementy pétprzewodnikowe (tranzystory i diody) sa idealnymi tacznikami, tzn. czasy zataczania
1 wytaczania sa zerowe, w stanie zataczenia przewodza dowolna wartosc¢ pradu, a napiecie na ich
zaciskach jest réwne zero, w stanie wytaczenia prad przewodzenia jest rowny zero, a napiecie
na ich zaciskach moze mie¢ dowolna wartosc:

1. obliczy¢ czestotliwosc fr fali napiecia wyjsciowego falownika uR(t),
2. obliczy¢ moc czynna dostarczana do odbiornika RO,
3. obliczy¢ wartos¢ maksymalna ]m oraz wartos¢ srednia ]07 AV pradu odbiornika zo(t),

4. narysowa¢ wyskalowane przebiegi napiecia wyjSciowego ur(t) oraz pradu wyjsciowego

ir(t) falownika, pradu zasilajacego @Z(t) oraz pradu obciazenia io(t).
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